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Органическая электроника – это современная область материальной науки, связанная с созданием 
электронных устройств с использованием проводников и полупроводников построенных из органических 
(основанных на углероде) молекул или полимеров. На основе органических электронных устройств 
разрабатываются новые поколения интегральных микросхем, солнечных батарей, сенсоров [1]. Тонкие пленки 
полианилинов (PANI), С60 и фулеренпроизводных активно используются в качестве транспортного слоя в 
органических полевых транзисторах [2], [3]. Отработка технологии получения полимерных слоев с 
повышенной проводимостью [4-5] – основа развития органической электроники.  
Тонкопленочные структуры  транзисторов (рис.1) были сформированы на стеклянных пластинах с 
пленкой ITO, на них методом центрифугирования наносился слой полиимидной пленки, который 
использовался в качестве подзатворного диэлектрика. Полученный слой подвергается полимеризации путем 
нагрева до 150С в течение 20-25 мин. Сверху были нанесены алюминиевые электроды методом термического 
распыления в вакуумной камере на установке ВУП 5. В области зазора для одних образцов между электродами 
в 100 мкм наносилась пленка PANI методом термического распыления из ячейки Кнудсена. Длина 
цилиндрической камеры 25 мм, внутренний диаметр 4 мм, а рабочая температура варьировалась в диапазоне 
400-650 К. Температура распыления 500-550K, обеспечивает максимальную проводимость пленки 
полианилина. В других образцах использовались пленки С60 или его производных, которые были получены 
методом центрифугирования из раствора. 
 
рис. 4 Структурная схема транзистора 
Были измерены и проанализированы выходные и передаточные вольтамперные характеристики. 
Электрические характеристики полученных структур, были измерены при комнатной температуре по схеме с 
общим истоком. Зависимости имеют нелинейный характер во всем диапазоне приложенных к затвору 
напряжений. Ток стока увеличивается при отрицательном потенциале на затворе из C60 и положительном из 
PANI, это означает, что полученные пленки имеют проводимость n- и p-типа соответственно. Следует 
отметить, что отсутствует типичный для большинства полевых транзисторов участок насыщения тока. 
Полученные зависимости характерны для нормально открытого полевого транзистора, т.е. канал проводимости, 
формируется изначально в процессе изготовления образца. 
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